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本申请公开了一种电子器件，该电子器件包

括：天线基板，具有腔体，其中腔体具有天线耦合

共振腔；射频芯片，设置于腔体内并在天线耦合

共振腔之外；屏蔽间隔件，设置于腔体内，并且屏

蔽间隔件区隔射频芯片与腔体内的天线耦合共

振腔。上述技术方案，至少能够减少来自射频芯

片的干扰，从而提升天线效能。
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1.一种电子器件，其特征在于，包括：

天线基板，具有腔体，其中所述腔体具有天线耦合共振腔；

射频芯片，设置于所述腔体内并在所述天线耦合共振腔之外；

屏蔽间隔件，设置于所述腔体内，并且所述屏蔽间隔件区隔所述射频芯片与所述腔体

内的所述天线耦合共振腔。

2.根据权利要求1所述的电子器件，其特征在于，

所述屏蔽间隔件从所述天线基板的第一侧延伸至与所述第一侧相对的第二侧。

3.根据权利要求1所述的电子器件，其特征在于，

所述天线基板上设置有天线，所述屏蔽间隔件包括在所述屏蔽间隔件的延伸方向上间

隔设置的屏蔽元件，以减少所述射频芯片与所述天线基板上的所述天线之间的电磁波干

扰。

4.根据权利要求1所述的电子器件，其特征在于，

所述天线基板具有第一区和相邻于第一区的第二区，天线设置于所述第一区，所述射

频芯片设置于所述第二区下方，

其中，所述第二区与所述屏蔽间隔件共同构成屏蔽墙，以阻隔至少两个方向的电磁波

传递。

5.根据权利要求1所述的电子器件，其特征在于，还包括：

射频基板，用于支撑所述射频芯片、所述屏蔽间隔件和所述天线基板；

其中，所述天线基板上设置有天线，所述射频基板包含射频走线，所述射频走线延伸经

过所述屏蔽间隔件下方以电连接所述射频芯片与所述天线基板上的所述天线。

6.根据权利要求5所述的电子器件，其特征在于，

所述射频基板还包含与所述天线基板上的所述天线对齐且用于与所述天线电耦合的

馈电元件。

7.根据权利要求1所述的电子器件，其特征在于，

所述天线基板与所述屏蔽间隔件为一体结构。

8.根据权利要求5所述的电子器件，其特征在于，

所述射频基板包括位于所述射频芯片下方的散热区域。

9.根据权利要求4所述的电子器件，其特征在于，还包括：

支撑件，设置于所述腔体的相对侧并用于支撑所述天线基板，所述支撑件包括用于减

少所述射频芯片的电磁波干扰的屏蔽元件。

10.根据权利要求9所述的电子器件，其特征在于，

所述屏蔽元件、所述屏蔽间隔件和所述射频芯片上方的所述天线基板共同构成屏蔽

墙。
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电子器件

技术领域

[0001] 本申请涉及半导体和天线技术领域，更具体的，涉及一种电子器件。

背景技术

[0002] 参考图1所示，现行常见天线模组中，通常将RFIC (射频集成电路，Radio 

Frequency  Integrated  Circuit)芯片10与天线12堆叠设置，以减少封装尺寸，即减少X‑Y

平面中的尺寸。但在封装薄化(减小方向Z上的尺寸)的需求下，如图2A所示，现有做法是将

RFIC芯片20设置在天线22耦合的空腔25中。然而，将RFIC芯片20配置在空腔25中会干扰天

线22耦合，即使在RFIC芯片20上设置芯片屏障(scale  shielding)层29，仍会影响天线22的

性能。

[0003] 结合图2A和图2B所示，在天线22与RFIC芯片20的布局设计中，RFIC芯片20设置于

多个天线22中间，RFIC芯片20的这种配置也会干扰四周天线22，使得天线22性能较差。

[0004] 此外，根据天线设计要求，各天线22与RFIC芯片20之间、及各个天线22之间需要在

X‑Y平面中保持大于1/2电磁波波长的特定距离。这会造成占用较大的尺寸，而无更多的空

间以整合其他元件。另一方面，空腔25顶部处的基板28不易维持平行，中间位置的基板28会

相对两侧位置的基板28向下塌陷，这将不利地影响天线性能。另一方面，RFIC芯片20的边缘

区域处的电连接件24可以接地(GND)，以帮助RFIC芯片20散热。但在图2A和图2B所示的结构

中，RFIC芯片20的接地区域面积小，散热较差，RFIC芯片20产生的热量会影响RFIC芯片20与

各个天线22之间的射频走线32的传输特性。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中的上述问题，本申请提出一种电子器件，至少能够减少来自射频

芯片的干扰，从而提升天线效能。

[0006] 根据本申请的一个方面，提供了一种电子器件，该电子器件包括：天线基板，具有

腔体，其中腔体具有天线耦合共振腔；射频芯片，设置于腔体内并在天线耦合共振腔之外；

屏蔽间隔件，设置于腔体内，并且屏蔽间隔件区隔射频芯片与腔体内的天线耦合共振腔。

[0007] 在一些实施例中，屏蔽间隔件从天线基板的第一侧延伸至与第一侧相对的第二

侧。

[0008] 在一些实施例中，天线基板上设置有天线，屏蔽间隔件包括在屏蔽间隔件的延伸

方向上间隔设置的屏蔽元件，以减少射频芯片与天线之间的电磁波干扰。

[0009] 在一些实施例中，天线基板具有第一区和相邻于第一区的第二区，天线设置于第

一区，射频芯片设置于第二区下方，其中，第二区与屏蔽间隔件共同构成屏蔽墙，以阻隔至

少两个方向的电磁波传递。

[0010] 在一些实施例中，电子器件还包括射频基板，射频基板用于支撑射频芯片、屏蔽间

隔件和天线基板；其中，天线基板上设置有天线，射频基板包含射频走线，射频走线延伸经

过屏蔽间隔件下方以电连接射频芯片与天线。
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[0011] 在一些实施例中，射频基板还包含与天线基板的天线对齐且用于与天线电耦合的

馈电元件。

[0012] 在一些实施例中，天线基板与屏蔽间隔件为一体结构。

[0013] 在一些实施例中，射频基板包括位于射频芯片下方的散热区域。

[0014] 在一些实施例中，电子器件还包括支撑件，支撑件设置于腔体的相对侧并用于支

撑天线基板，支撑件包括用于减少射频芯片的电磁波干扰的屏蔽元件。

[0015] 在一些实施例中，屏蔽元件、屏蔽间隔件和射频芯片上方的天线基板共同构成屏

蔽墙。

[0016] 本申请的上述技术方案，通过利用屏蔽间隔件将射频芯片与天线耦合共振腔区隔

开，至少可以避免射频芯片对天线耦合共振腔的干扰。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所

需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施

例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获

得其他的附图。

[0018] 图1是现行的一种天线模组的截面示意图。

[0019] 图2A和图2B分别是现行的另一种天线模组的截面示意图和俯视示意图。

[0020] 图3是根据本申请的实施例的电子器件的截面示意图。

[0021] 图4是图3所示电子器件中的射频芯片与多个天线单元连接的俯视示意图。

[0022] 图5A和图5B分别是根据本申请的不同实施例的图3中电子器件的俯视示意图。

[0023] 图6是根据本申请的另一实施例的电子器件的截面示意图。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的

范围。

[0025] 图3是根据本申请的实施例的电子器件100的截面示意图。参考图3所示，电子器件

100包括天线基板110，天线基板110具有腔体180。腔体180包括天线耦合共振腔182。电子器

件100还包括射频芯片120(如RFIC芯片)和屏蔽间隔件150。屏蔽间隔件150设置于腔体180

内，并且屏蔽间隔件150区隔射频芯片120与天线耦合共振腔182，使得射频芯片120设置于

腔体180内并位于天线耦合共振腔182之外。通过利用屏蔽间隔件150将射频芯片120与天线

耦合共振腔182区隔开，可以避免射频芯片120对天线耦合共振腔182的干扰。

[0026] 天线基板110上设置有天线112。天线112和天线耦合共振腔182可以在方向Z上位

于天线基板110的相对侧。天线112位于天线耦合共振腔182上方。在该实施例中，天线112利

用天线基板110的介电材料来当做天线底材，天线基板110的介电材料一般为低k介电材料，

这可以保证天线112的效能良好。

[0027] 电子器件100还包括射频基板130，射频基板130用于支撑射频芯片120、屏蔽间隔
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件150和天线基板110。屏蔽间隔件150从天线基板110在方向Z上延伸至与射频基板130连

接。射频基板130包含天线132，天线132与天线基板110上的对应天线112对齐并且与天线

112电耦合，射频基板130上的天线132可以用作天线基板110上的天线112的馈电元件，以与

天线112电耦合。因此，天线132也可以称为馈电元件。在一些实施例中，各个天线112、132是

毫米波天线。在一些实施例中，天线基板110上的天线112和射频基板130上的天线132的位

置可以具有不同的配置。例如，天线基板110上的天线112可以配置为突出于天线基板110的

表面，而射频基板130上的天线132可以配置为嵌入在射频基板130中。

[0028] 天线112与天线132可以一一对应地在方向Z上对齐设置。多个天线112和多个天线

132共享一个天线耦合共振腔182，利用天线耦合共振腔182耦合共振而发出电磁波。一个天

线112与对应的一个天线132可以形成一个天线单元，每个天线单元可以用作发射端(Tx)或

接收端(Rx)中的任意一种。例如在图3中示出了天线112和对应的天线132分别是用作接收

端的天线单元Rx1和Rx2。

[0029] 图4示出了图3所示电子器件100中的射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1连

接的俯视示意图。应理解，为了清楚示出射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1的连接，

图4未示出射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1之间的屏蔽间隔件150。结合图3和图4

所示，示意性地示出了总共四个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1，其中天线单元Rx1‑Rx3用作接收端，

天线单元Tx1用作发射端。

[0030] 与现行将RFIC芯片20设置在多个天线22中间的配置相比(如图2B所示)，本申请将

多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1设置在射频芯片120的同一侧。结合参考图3和图4所示，利用屏

蔽间隔件150将射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1(即多个天线112、132)区隔开，屏

蔽间隔件150可以减少射频芯片120与各个天线112、132之间的干扰，例如电磁(EM，

Electromagnetic)干扰，从而可以提升天线效能。并且，由于屏蔽间隔件150将射频芯片120

与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1区隔开，可以减小射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1

之间的干扰，故不需要利用在射频芯片120与邻近的天线单元(如图4中的天线单元Rx1和

Rx3)之间保持较大距离来减小干扰，因此可以减小射频芯片120与邻近的天线单元(如图4

中的天线单元Rx1和Rx3)之间的距离，从而减小了电子器件100在X‑Y平面中的尺寸，节省的

空间可以例如用于整合其他元件。各个天线112、132的距离特性(各个天线之间的距离大于

1/2电磁波波长)也可以更好。此外，由于天线基板110的腔体180中设置了屏蔽间隔件150，

屏蔽间隔件150可以用于支撑腔体180上的天线基板110，使得腔体180上方的天线基板110

可以维持平行，因此能够进一步提升天线效能。

[0031] 继续参考图3和图4所示，射频基板130包含射频走线135。射频走线135延伸经过屏

蔽间隔件150下方以电连接射频芯片120与对应的天线112、132。具体的，射频走线135经过

屏蔽间隔件150下方，并直接电连接射频芯片120与射频基板130上的天线132，天线132用作

馈电元件，再与天线基板110上的天线112耦合，故射频走线135能够电连接射频芯片120与

天线基板110上的天线112。

[0032] 参考图3所示，在一些实施例中，天线基板110与屏蔽间隔件150可以是一体结构。

具体的，屏蔽间隔件150可以包括介电材料层151。介电材料层151的材料与天线基板110的

介电材料相同，介电材料层151与天线基板110是一体结构。在这样的实施例中，可以通过去

除原始天线基板110的一部分来获得屏蔽间隔件150和腔体180，这样的制程可以减少高度
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误差。

[0033] 屏蔽间隔件150还包括屏蔽元件153，介电材料层151包封每个屏蔽元件153。屏蔽

元件153可以是由金属材料形成。屏蔽元件153可以更利于减少射频芯片120与各个天线

112、132之间的干扰。

[0034] 图5A和图5B分别示出了根据本申请的不同实施例的图3中电子器件100的俯视示

意图，其中图5A和图5B分别示出了不同的屏蔽间隔件150。

[0035] 在图5A所示的实施例中，在射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1(即图3中的

多个天线112、132)之间，屏蔽间隔件150从天线基板110的第一侧118延伸至与第一侧118相

对的第二侧119，使得屏蔽间隔件150将射频芯片120与多个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1区隔开。

屏蔽间隔件150的屏蔽元件153是在介电材料层151中连续延伸的，以减少射频芯片120与多

个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1之间的电磁波干扰。在一些实施例中，屏蔽元件153在俯视图中与

每个射频走线135交叉。

[0036] 在图5B所示的实施例中，屏蔽间隔件150从天线基板110的第一侧118延伸至第二

侧119。在从第一侧118到第二侧119的方向上，屏蔽间隔件150包括间隔设置的多个屏蔽元

件153。多个屏蔽元件153之间通过介电材料层151间隔开。多个屏蔽元件153可以是在介电

材料层151中间隔设置的通孔。间隔设置的多个屏蔽元件153也可以减少射频芯片120与多

个天线单元Rx1‑Rx3、Tx1之间的电磁波干扰。可以根据需求调整多个屏蔽元件153之间的间

隔距离。间隔距离越小，减少电磁波干扰的效果会更佳。

[0037] 返回参考图3，电子器件100还包括设置在腔体180的相对侧的支撑件160，支撑件

160可以用于支撑天线基板110。支撑件160包括介电材料层161。在一些实施例中，介电材料

层161的材料与天线基板110的介电材料相同，并且介电材料层161与天线基板110是一体结

构。在这样的实施例中，可以通过去除原始天线基板110的一部分来获得屏蔽间隔件150、腔

体180以及支撑件160，这样的制程可以减少高度误差。支撑件160还可以包括由介电材料层

161包封的屏蔽元件163。屏蔽元件163可以是由金属材料形成的。支撑件160中的屏蔽元件

163可以减少射频芯片120的电磁波干扰。

[0038] 在一些实施例中，屏蔽间隔件150中的屏蔽元件153和支撑件160中的屏蔽元件163

可以分别通过焊料连接件134连接至射频基板130。在一些实施例中，屏蔽间隔件150中的屏

蔽元件163和支撑件160中的屏蔽元件153可以在射频基板130中接地(GND)。

[0039] 根据一些实施例，射频基板130还包括位于射频芯片120下方的散热区域170。具体

的，射频芯片120通过多个电连接件124接合多个焊料连接件134，而电连接至射频基板130。

其中，多个电连接件124中更靠近天线112、132的电连接件124与对应的射频走线135连接，

以连接至对应的天线132。射频芯片120下方的其他区域可以作为散热区域170，散热区域

170用于射频芯片120的散热。射频芯片120与射频基板130形成有底部填充物190，底部填充

物190可以包覆各个电连接件124和焊料连接件134。

[0040] 在一些实施例中，射频芯片120通过散热区域170上方的电连接件124和焊料连接

件134在射频基板130中接地。散热区域170可以邻近射频芯片120的远离屏蔽间隔件150的

边缘129。散热区域170可以从射频芯片120下方，经过边缘129，并延伸到边缘129的外侧。在

一些实施例中，散热区域170大于射频走线135所占用的射频芯片120下方的区域。通过将多

个天线112、132设置在射频芯片120的一侧并且在X‑Y平面中与射频芯片120并排(side  by 
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side)配置，可以在射频芯片120下方提供较大的散热区域170和接地面积，提升了射频芯片

120产生热量时的散热性能，减小了射频芯片120产生的热量对射频走线135和天线112、132

的影响。

[0041] 图6是根据本申请的另一实施例的电子器件200的截面示意图。在图6所示的实施

例中，支撑件160、屏蔽间隔件150和射频芯片120上方的天线基板110共同构成屏蔽墙。具体

的，天线基板110包括第一区110a，和相邻于第一区110a的第二区110b。第一区110a和第二

区110b在屏蔽间隔件150的相对两侧。多个天线112设置在第一区110a上，射频芯片120设置

在第二区110b下方。

[0042] 在本实施例中，第二区110b中设置有屏蔽元件157，屏蔽元件157从连接支撑件160

中的屏蔽元件163的顶部延伸至屏蔽间隔件150中的屏蔽元件153的顶部，而构成屏蔽墙

159。屏蔽墙159可以阻隔至少两个方向的电磁波传递。例如，屏蔽墙159的两侧的屏蔽元件

163、153可以阻隔侧向方向上的电磁波传递，第二区110b中的屏蔽元件157可以阻隔从射频

芯片120到天线基板110上方的方向上的电磁波传递。屏蔽墙159可以避免射频芯片120的对

外EM干扰和/或避免射频芯片120受到EM干扰。

[0043] 图6所示的电子器件200的其他方面可以与以上参考图3‑图4所描述的类似，并且

图6所示的电子器件200可以具有以上关于电子器件100所描述的益处，此处不再重复描述。

[0044] 以上所述仅为本申请的较佳实施例而已，并不用以限制本申请，凡在本申请的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。
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图4

图5A
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图5B
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